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Abstract (Aim, Use
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Contents)

窒化物薄膜の上に成膜する層の特性向上を狙い、窒化物薄膜の密度を向上させる方
策として、重アンモニアによる窒化の効果を検証した。

実験
Experimental

原子層堆積装置_3を用い、Taのプリカーサおよび窒化剤としてアンモニアと重アン
モニアの2種類を用いて窒化Taの成膜を実施した。
その際、成膜温度を180、230、280℃の3条件とした。基板にはSiウェハを用い、
成膜後、装置内に入れたまま、
原子層堆積装置_3付帯XPS装置により、XPS分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

XPS分析結果より、窒化剤に重アンモニアを用いた場合でも、アンモニア使用と同
じ窒化物膜となった。
また、重アンモニアを用いると、同じ成膜温度でアンモニアの場合よりXPSの信号
強度が低くなった。
重アンモニアを用いてもTaN膜の密度向上には至らず、膜の成長速度は低下すると
みられる。
今後は弊社で膜厚の確認とXPSデータの詳細な解析を行う。
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